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無電解メッキと自己組織化のボトムアップ手法を組み合わせると、ナノスケールで構造を精密に制御

した単電子デバイスを再現性よく化学的に組みたてることができる。我々は無電解金メッキにより作製

したナノギャップ電極と化学的に合成した金ナノ粒子を用いて、単電子トランジスタ（SET）を作製し、

それを組み合わせることで、常温で動作する論理回路を構築することを目指している。これまでに一つ

の SETによる全ての２入力演算や、2つの相補型の SETを用いたインバータ動作を示してきた[1,2]。今

回Fig.1に示すような 2つのSETを直列に配置した回路において2-bitのデジタルコンバータ動作を測定

したので報告する。 

自己触媒型無電解金メッキ法により作製されたナノギャップ電極と、オクタンチオールとデカンジチ

オールの混合自己組織化単分子膜およびコア粒径 6.2 nmの金ナノ粒子を組み合わせて、金ナノ粒子を単

電子島とする直列に配置した 2つの SETを作製した。入力電圧Vinを電圧分担した信号を、2つの SET

それぞれのゲート電圧Vg1, Vg2として入力し、それぞれの SETを流れる電流 I1, I2の測定を行った。測定

は真空下、T=9 Kで行った。 

Fig. 2(c)に示す入力信号Vinに対する SET1、SET2の電流波形のふるまいを Fig. 2(a)および 2(b)に示す。

4値のVin信号に対して、上位ビットに対応する SET1の電流値 I1は 0→0→1→1の状態をとっているの

に対し、下位ビット対応する SET2の電流値 I2は 0→1→0→1の状態をとり、2-bitのデジタル変換動作を

していることがわかる。 
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Fig.1 Schematic diagram of 2-bit converter                  Fig.2 2-bit digital converter operation 
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